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RESUMEN

Los circuitos integrados modernos realizados con tecnologia CMOS submicrénica
son dispositivos muy complejos en los que es muy frecuente encontrar una seccién
analégica de adaptacion de la sefial y otra seccion digital de procesamiento de datos.

Estos dispositivos son fabricados en grandes volimenes a precios muy reducidos de
modo que el tiempo dedicado a la comprobacién de su buen funcionamiento (“fest”)
tiene que ser muy breve. Técnicas como la calibracién individual o la seleccion de
dispositivos fuera de rango (“screening”) quedan por tanto descartadas, adoptandose
estrategias de auto calibracién o auto compensacion de las secciones analdgicas criticas.

En mayor o menor medida, la calidad y fiabilidad del disefio anal6gico recae en la
existencia de una referencia estable frente a variaciones de proceso, tensién y
temperatura, asi como tolerante a imperfecciones debidas a los errores estadisticos del
proceso de fabricacion.

En este proyecto abordaremos el disefio de una referencia de tension estable frente a
variaciones de tensién, proceso y temperatura, en la que se garantizard el margen de
trabajo o tolerancia sin necesidad de ningiin tipo de ajuste o calibracién.

PALABRAS CLAVE

Referencia de tensién, “Band-Gap”, tecnologia CMOS 90nm, andlisis paramétrico,
modelado de dispositivos.
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